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●従来のMEMS加速度センサ 
• 電気機械的設計制約による加速度の検知範囲の限界 

• 用途に応じた複数の加速度センサモジュールが必要 

●本研究で提案するアレイ型MEMS加速度センサ 

アレイ型MEMS加速度センサとCMOS回路をワンチップ 
融合し，加速度センサの小型化と検知範囲拡大を目指す 

まとめと今後の課題 

３．デバイス設計・試作 

 １．背景・目的  ２．これまでの研究成果 

 アレイ化，ストッパの利用 

   検知範囲拡大，自壊防止 

 金のMEMS構造体 

   錘の小型化・低ノイズ化 

 金めっきプロセス（＜４００℃） 

   Post-CMOSプロセスへ展開 

MEMS加速度センサの小型化・
ノイズ低減の実現見通しを得た 

 バネ定数と錘面積
を変数として設計 

 加速度応答は統
合設計シミュレー
タ[1]で解析 

錘材料とBNノイズの解析 MEMS加速度センサの設計 

金めっきによるMEMS加速度センサの試作と原理検証実験 

100mm 50mm バネ 

ストッパ 錘 

加速度検知方向 

設計指針 

設計手法 

４．アレイ型MEMS加速度センサの特性評価 

 金メめっき積層プロセスによるアレイ型MEMS加速度 
センサの設計・試作，および基本特性評価を行った． 

 MEMSプロセス妥当性を検証したので，今後はCMOS-
MEMSデバイス用のセンサ回路を設計・試作する． 
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MEMS加速度センサ 
等価回路モデル 

1mm 

[1] 小西、他；２０１２年第６０回応用物理学会春季学術講演会 
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LCR メータ 

C-f 測定系 
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DC bias 

測定ボード 

MEMS作製プロセスと試作結果 

チップサイズ： ３mm×３mm 
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500mm 犠牲層除去後，素子毎のプ
ルイン測定で動作確認済 
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